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@ SOI-Bauteil und Verfahren zu seiner Herstellung 



@ Es werden ein SOI-Bauteil und ein Verfahren zum Her- 
stellen desselben angegeben, bei denen der Effekt eines 
potentialungebundenen Korpers verringert ist, wodurch 
die Funkttonseigenschaften verbessert sind. 
Das SOI-Bauteil ist mit Folgendem versehen: 

- einem Halbleitersubstrat (24); 

- einem ersten vergrabenen Isolterfilm (22) auf dem Halb- 
leitersubstrat; 

- einer stark dotierten p- oder n-Polysiliziumschicht (23a 
oder 23b) auf dem ersten vergrabenen Isolierfilm; 

- einem aktiven Bereich und einer p- oder n-Halbleiter- 
schicht (20b oder 20c), die auf vorbestimmten Gebieten 
der p- oder n-Polysiliziumschicht in isolierter Weise vor- 
handen ist; 

- zweiten vergrabenen Isolierfilmen (25), die in der p- oder 
• n-Polysiliziumschicht so vorhanden sind, dafJ sre gegen- 
, einander i soli err sind, um die p- oder n-Halbleiterschicht 
a uber die p- oder n-Polysiliziumschicht mit dem aktiven 

Bereich zu verbinden; 

- einer Gateelektrode (30a oder 30b) auf dem aktiven Be- 
reich; 

- einem Sourcebereich (34a od r 32a) und einem Drainbe- 
reich (34b oder 32b), der im aktiven Bereich zu beiden Sei- 
ten der Gateelektrode ausgebildet ist; und 

- Kontaktkissen (36a oder 36f) auf der p-Polysilizium- 
schicht. 
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schicht 5, die auf einem vorbestimmten Bereich des vergra- zeigt; 

benen Oxidfilms 2 beabstandet von der p-Halbleiterschicht 15 Fig. 3A bis 3K sind Schnittansichten, die ProzcBschriue 

4 ausgebildct ist. Ein isolierender Oxidfilm 3 ist so ausgcbil- eines Verfahrens zum Herstcllcn des SOI-Bautcils gemaB 

det,da6ereinegr6BereH6healsdiep-unddien-Halbleiter- Fig. 2A veranschaulichen, wobei diese Schnittansichten 

schicht 4 und 5 aufweist, um diese beiden gegeneinander zu derjenigen von Fig. 2B entsprechen; 

isolieren. Fig. 4A ist eine Draufsicht eines SOI-Bauteils gemaB ei- 

Auf einem vorbestimmten Bereich der p-Halbleiter- 20 nem zweiten Ausfiihrungsbeispicl der Erfindung; 

schicht 4 sind ein Gateoxidfilm 6 und eine erste Gateelek- Fig. 4B ist eine Schnittansicht, die die Struktur des SOI- 

trode 7a hergestellt. Source/Drain-Bereiche 8a/8b mil LDD- Bauteils gemaB Fig. 4A entlang der Linie II-II in Fig. 4A 

Struktur sind zu beiden Seiten der erslen Galeelektrode 7a in zeigt; 

der p-Halbleiterschicht 4 ausgebildet. Ebenfalls sind zu bei- Fig. 5A ist eine Draufsicht eines SOI-Bauteils gemaB ei- 

den Seiten der ersten Gateelektrode 7a Seitenwand-Ab- 25 nem dritten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung; 

standshalter hergestellt. Fig. 5B ist eine Schnittansicht, die die Struktur des SOI- 

Auf einem vorbestimmten Bereich der n-Halbleiler- Bauteils gemaB Fig. 5A entlang der Linie III-m in Fig. 5A 

schicht 5 sind ein Gateoxidfilm 6 und eine zweite Gateelek- zeigt; 

trode 7b hergestellt. Source/Drain-Bereiche 9a/9b mit LDD- Fig. 6A ist eine Draufsicht eines SOI-Bauteils gemaB ei- 

Struktur sind in der n-Halbleiterschicht 5 zu beiden Seiten 30 nem vierten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung; und 

der zweiten Gateelektrode 7b ausgebildet. Ebenfalls zu bei- Fig. 6B ist eine Schnittansicht, die die Struktur des SOI- 

den Seiten der zweiten Gateelektrode 7b sind Seitenwand- Bauteils gemaB Fig. 6A entlang der Linie IV-IV in Fig. 6A 

Abstandshalter ausgebildet. zeigt. 

Wahrend in der p-Halbleiterschicht 4 ein NMOS-Transi- Wie es in den Fig. 2A und 2B zum ersten Ausfiihrungs- 

stor ausgebildet ist, ist in der n-Halbleiterschicht 5 ein 35 beispiel der Erfindung dargestellt ist, ist ein zweiter vergra- 

PMOS-Transistor ausgebildet. bener Oxidfilm 25 auf einem zweiten Halbleilersubstrat 24 

Ein Zwischenschicht-Isolierfilm 10 ist so ausgebildet, daB hergestellt. Auf diesem zweiten vergrabenen Oxidfilm 25 
er auf den Source/Drain-Bereichen 8a/8b und 9a/9b sowie sind eine p- und eine n-Polysiliziumschichi 23a und 23b, die 
der ersten und zweiten Gateelektrode 7a und 7b Kontaktlo- beide stark dotiert sind, ausgebildet, und sie sind durch ri- 
cher aufweist. In den Kontaktlochern und auf dem Zwi- 40 nen auf dem vergrabenen Oxidfilm 25 hergeslellten isolie- 
schenschicht-Isolierfilm benachbart zu denselben sind Lei- renden Oxidfilm 26 gegeneinander isoliert. In der p- und der 
tungsschichten Ua, lib, 11c, lid, lie und llf ausgebildet. n-Polysiliziumschicht 23a und 23b sind erste vergrabene 

Die p- und die n-Halbleiterschicht 4 und 5, die als Kanale Oxidfilme 22a beabstandet voneinander ausgebildet. 

des NMOS- bzw. des PMOS-Transistors dienen, sind bei Auf dem ersten vergrabenen Oxidfilm 22a sind auBerdem, 

diesem bekannten SOI-Bauteil an kein Potential gebunden. 45 beabstandet von der p-Polysiliziumschicht 23a, eine p-Halb- 

Bei einem derartigen bekannten SOI-Bauteil bestehen die leiierschicht 20b und ein ersler aktiver Bereich ausgebildet. 

folgenden Probleme. Die als Kanale eines NMOS- und eines Zwischen der p-Halbleiterschicht 20b und dem ersten akti- 

PMOS-Transistors dienende p- bzw. n-Halbleiterschicht ven Bereich ist ein erster Oxidfilm 21 hergestellt. 

sind elektrisch nicht angeschlossen und demgemaB potentia- Auf dem ersten vergrabenen Oxidfilm 22a sind eine n- 

lungebunden, so daB die Durchbruchsspannung verringert 50 Halbleiterschichl 20b und ein zweiter aktiver Bereich ausge- 

ist und der Effekt eines potentialungebundenen Korpers ent- bildet, die von der n-Polysiliziumschicht 23b beabstandet 

steht, so daB Fehler in der Strom-Spannung-Kurve entste- sind. Zwischen der n-Halbleiterschicht 20b und dem zwei- 

hen. DemgemaB sind die Betriebseigenschaften beeintrach- ten akti ven Bereich ist ein erster Oxidfilm 21 hergestellt. 

Auf dem ersten aktiven Bereich auf der p-Polysilizium- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein SOI-Bau- 55 schicht 23a sind ein Gateoxidfilm 29 und eine erste Gate- 

teil und ein Verfahren zum Herstellen desselben zu schaffen, elektrode 30a aufeinanderfolgend hergestellt. Im ersten akti- 

durch die sich der Effekt eines potentialungebundenen Kor- ven Bereich sind zu beiden Seiten der ersten Gateelektrode 

pers hinsichtlich der Kanalbereiche von Transistoren verrin- 30a Source/Drain-Bereiche 34a/34b ausgebildet. 

gem laBt. Auf dem zweiten aktiven Bereich auf der n-Polysilizium- 

Diese Aufgabe ist hinsichtlich des Bauteils durch die 60 schicht 22b sind ein Gateoxidfilm 29 und eine zweite Gate- 

Bauteile gemaB den beigefugten unabhangigen Anspriichen elektrode 23b aufeinanderfolgend hergestellt. Source/Drain- 

1 und 6 sowie hinsichtlich des Verfahrens durch die Verfah- Bereiche 32a/32b sind im zweiten aktiven Bereich zu beiden 

rcn gemaB den beigefugten unabhangigen Anspriichen 11 Seiten der zweiten Gateelektrode 39b ausgebildct. 

und 16 gelost. Auf der p- und n-Halbleiterschicht 20b und 20c sowie den 

Zusatzliche Vorteile, Aufgaben und andere Merkmale der 65 Source/Drain-Bereichen 32a/32b und 34a/34b ist ein Zwi- 

Erfindung werden teilweise in der folgenden Beschreibung schenschicht-Isolierfilm 35 mit Kontaktlochern hergestellt. 

^dargjfegl, und teilweise werden sic dem Fachmann bei der In den Kontaktlochern und auf der an diese angrenzenden 

■ T Jntgpu%ung des Folgenden oder beim Ausiiben der Erfin- Zwischenschicht-Isolierschicht sind Kontaktkissen 36a und 
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36f sowie Leitungsschichtcn 36b, 36c, 36d unci 36e herge- 
stellt. 

GemaB dem crslen Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
sind der ersie und dcr zvveile aklive Bereich uber die p- bzw. 
n-Polysiliziumschicht 23a b/.w. 23b mil der p- bzAv. n-Halb- 
leilerschicht 20b bzw. 20c verbunden. 

GemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel dcr Erfindung 
ist auf einem zweiten Halbleilersubstrat 24 ein zweiter ver- 
grabener Oxidfilm 25 hergestellt, wie es in den Fig. 4A und 
4B dargestellt ist. Auf dem zweiten vergrabenen Oxidfilm 
25 sind eine p-und eine n-Polysiliziumschicht 23a und 23b 
mil starker Dotierung durch einen isolierenden Oxidfilm 26 
voneinander beabstandet hergestellt. In der p- und der n-Po- 
lysiliziumschicht 23a und 23b sind erste vergrabene Oxid- 
filme 22 ausgebildet. 

Diese crsten vergrabenen Oxidfilme 22 befinden sich un- 
ter einem Kontaktkissen 35a auf der p-Halbleiterschicht 20a 
auf der p-Polysiliziurnschicht 23a sowie unter einem Teil 
des Source/Drain- Bereichs und eines Randteils der ersten 
Gateelektrode 30a. 

Die ersten vergrabenen OxidfiLme 22 befinden sich auch 
unter einem Kontaktkissen 37d auf der n-Halbleiterschicht 
20c auf der Polysiliziumschicht 23b und unter einem Teil 
des Source/Drain-Bereichs und einem Randteil der zweiten 
Gateelektrode 30b. 

Auf den ersten vergrabenen Oxidfilmen 22 sind eine p- 
Halbleiterschicht 20b und ein ersLer aktiver Bereich beab- 
standet voneinander hergestellt. Zwischen der p-Halbleiter- 
schicht 20b und dem ersten aktiven Bereich ist ein erster 
Oxidfilm 21 hergestellt. 

Auf dem ersten vergrabenen Oxidfilm 22 sind auch eine 
n-Halbleiterschicht 20c und ein zweiter aktiver Bereich be- 
abstandet voneinander hergestellt. Zwischen der n-Halblei- 
terschicht 20b und dem zweiten aktiven Bereich ist ein wei- 
terer Oxidfilm 21 hergestellt. 

Eine erste und eine zweite Gateelektrode 30a und 30b 
sind so hergestellt, da6 sie den ersten bzw. zweiten aktiven 
Bereich iiberschneiden. Im ersten und zweiten aktiven Be- 
reich sind zu beiden Seiten der ersten und zweiten Gateelek- 
trode 30a und 30b jeweils Source/Drain-Bereiche ausgebil- 
det. 

Auf der p-Halbleiterschicht 20b, den Source/Drain-Berei- 
chen und der ersten und zweiten Gateelektrode 30a und 30b 
ist ein Zwischenschicht-Isolierfilm 35 mil Kontaktlochern 
hergestellt. In den Kontaktlochern und auf dem Zwischen- 
schicht-Isolierfilm 25 benachbart zu den Kontaktlochern 
sind Kontaktkissen 37a und 37d sowie Leitungsschichten 
37b und 37c hergestellt. 

Das in den Fig. 5 A und 5B dargestellte SOI-Bauteil des 
dritten Ausfuhrungsbeispiels weist beinahe dieselbe Struk- 
tur wie das zweite Ausfuhrungsbeispiel auf, mit der Aus- 
nahme eines geatzten Teils des ersten vergrabenen Oxid- 
films 22. 

Beim dritten Ausfuhrungsbeispiel ist der erste vergrabene 
Oxidfilm 22 unter der p-Halbleiterschicht 20b unter einem 
Kontaktkissen 38a unter dem mittleren Teil eines Source- 
oder Drainbereichs sowie unter dem mittleren Teil der er- 
sten, an den Source- oder Drainbereich angrenzenden Gate- 
elektrode 30a geatzt, um dadurch erste vergrabene Oxid- 
filme 22 zu bilden. 

Der erste vergrabene Oxidfilm 22 ist auBerdern unter der 
-n-Halbleiterschicht 20c unter einem Kontaktkissen 38d un- 
ter dem mittleren Teil eines Source- oder Drainbereichs und 
unter dem mittleren Teil einer zweiten, an den Source- oder 
Drainbereich angrenzenden Gateelektrode 30b geatzt 

Das in den Fig. 6A und 6B dargestellte SOI-Bauteil ge- 
maB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel weist beinahe die- 
selbe Struktur wie das zweite Ausfuhrungsbeispiel auf, mit 
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der Ausnahme eines geatzten Teils des ersten vergrabenen 
Oxidfilms 22 sowie der Fonnen der ersten und zweiten 
Gateelektrode 30a und 30b. 

Beim vierien Ausfuhrungsbeispiel ist der erste vergra- 
5 bene Oxidfilm 22 unter der p-Halbleiterschicht 20b unter ei- 
nem Kontaktkissen 39a und unter einem Teil des ersten ak- 
tiven Bereichs mit Ausnahme der ersten Gateelektrode 30a 
und der Source/Drain-Bercichc geatzt, 

Der erste vergrabene Oxidfilm 22 ist auBerdern unter der 
10 n-Haibleiterschicht 20c unter einem Kontaktkissen 39d und 
unter einem Teil des zweiten aktiven Bereichs mit Aus- 
nahme der zweiten Gateelektrode 30b und der Source/ 
Drain-Bereiche geatzt. 

An hand der Fig. 3 A bis 3K wird nun ein Verfahren zurn 
15 Herstellen des SOI-Bauteils gemaB den Fig. 2A und 2B er- 
lautert. 

GemaB Fig. 3A werden in ein erstes Halbleitersubstrat 20 
mehrere Graben mit vorbestimmter Tiefe eingeatzt. An- 
schlieBend wird auf dem ersten Halbleitersubstrat 20 ein- 
20 schlieBlich der Graben ein Oxidfilm abgeschieden. Als 
nachstes wird ein CMP(Chemical Mechanical Polishing = 
chemisch-mechanisches Polieren)-ProzeB ausgefuhrt, damit 
ein erster Oxidfilm 21 ausgebildet wird, der die Graben auf- 
fullt. Dieser Oxidfilm 21 ist 50-150 nm dick. 
25 GemaB Fig. 3B wird ein 50-300 nm dicker erster vergra- 
bener Oxidfilm 22 durch einen CVD-ProzeB auf dem ersten 
Halbleitersubstrat 20 hergestellt. 

GemaB Fig. 3C wird auf den ersten vergrabenen Oxidfilm 
22 ein PhotoresistfUm aufgetragen, und dieser wird .durch 
30 ein Belichtungs- und EntwicklungsprozeB so strukturiert, 
daB vorbestimmte Gebiete des ersten vergrabenen Oxidfilms 
22 zwischen den Graben, jedoch keine Gebiete desselben, 
zur Positionierung von CMOS-Transistoren zwischen den 
Graben freigelegt werden. Mit dem strukturierten Photore- 
35 sistfilm als Maske wird der erste vergrabene Oxidfilm 22 
entfernt, um das Halbleitersubstrat 20 freizulegen. Danach 
wird eine 200-600 nm dicke Schicht aus undotiertem Poly- 
silizium auf dem ersten vergrabenen Oxidfilm 22 und dem 
ersten Halbleitersubstrat 20 abgeschieden und dann einem 
40 Ruckatz- oder einem CMP-ProzeB unterzogen, um so eine 
100-200 nm dicke undotierte Polysiliziumschicht 23 herzu- 
stellen. 

Andererseits wird auf einem zweiten Halbleitersubstrat 
24 durch einen CVD-ProzeB oder durch einen thermischen 
45 OxidationsprozeB ein zweiter 100-400 nm dicker zweiter 
vergrabener Oxidfilm 25 abgeschieden. 

GemaB Fig. 3D werden die undotierte Polysilizium- 
schicht 23 auf dem ersten Halbleitersubstrat 20 und der 
zweite vergrabene Oxidfilm 25 auf dem zweiten Halbleiter- 
50 substrat 24 auf eine Temperatur von 850-1050°C erwarmt, 
so daB sie miteinander verbunden werden. 

GemaB Fig. 3E wird das erste Halbleitersubstrat 20 zur 
Einebnung mit einem CPM-ProzeB poliert, bis der erste 
Oxidfilm 21 freigelegt ist. Dabei wird der Unterschied zwi- 
55 schen den Atzraten des ersten Substrats 20 und des ersten 
Oxidfilms 21 dazu verwendet, das erste Substrat 20 zu polie- 
ren, und dieser erste Oxidfilm 21 dient als Atzstopper. Da- 
nach werden zum Isolieren eines CMOS-Transistors die 
Halbleiterschichten 20a zwischen den ersten Oxidfilmen 21, 
60 der erste vergrabene Oxidfilm 22 und die undotierte Polysi- 
liziumschicht 23 geatzu um einen Grabenisolationsbereich 
auszubilden. Auf dem ersten Oxidfilm 21 und der Halblei- 
tcrschicht 20a sowie den Grabenisolationsbercichen wird 
ein Oxidfilm abgeschieden, der durch einen CMP-ProzeB 
65 eingeebnet wird, um einen isolierenden Oxidfilm 26 auszu- 
bilden. 

GemaB Fig. 3F wird ein Photoresistfilm 27 auf den ersten 
Oxidfilm 21, die Halbleiterschicht 20a und den isolierenden 



^>iX)CID: <OE 1 8857059A1 J_> 



5 

Oxidfilm 26 aufgelragen und durch eincn Belichtungs- und 
EntwicklungsprozeB strukturiert ; um auf einer gesamten 
Scite dcs isolierenden Oxidfilms 26 entfemt zu werden. 
Wahrend der slruklurierte Photoresistfilm 27 als Maske 
dient, werden Borionen mil einer Konzentration von 5 x 5 
10 14 - 1 x 10 15 cm -2 in die undoiiertePolysiliziurnschicht 23 
injiziert, die so zu einer stark dotierten p-Polysilizium- 
schicht 23a wird. 

GemaB Fig. 3G wird ein weiterer Photoresistfilm 28 auf 
den ersten Oxidfilm 21, die Halbleiterschicht 20a und den 10 
isolierenden Oxidfilm 26 aufgetragen und durch einen Be- 
lichtungs- und EntwicklungsprozeB strukturiert, um auf der 
anderen Seite des isolierenden Oxidfilms 26 entfemt zu wer- 
den. Wahrend der strukturierte Photoresistfilm 28 als Maske 
dient, werden Phosphorionen mit einer Konzentration von 5 15 
x 10 14 - 1 X 10 15 cm" 2 in die undotierte Polysiliziumschicht 
23a injiziert, die so zu einer stark dotierten n-Polysilizium- 
schicht 23b wird. Dabei kann zum Einstellen der Schwellen- 
spannung ein IonenimplantationsprozeG ausgefuhrt werden, 
nachdem die p- und die n-Polysiliziumschicht 23a und 23b 20 
abgeschieden wurden. 

GemaB Fig. 3H werden ein Oxidfilm und eine Silizium- 
schicht auf der gesamten Oberflache abgeschieden und an- 
isdtrop so geatzt, daB ein Gateoxidfilm 22 und eine erste 
Gateelektrode 30a fur einen NMOS-Transistor sowie ein 25 
Gateoxidfilm 22 und eine zweite Gateelektrode 30b fur ei- 
nen PMOS-Transistor auf der Halbleiterschicht 20a ausge- 
bildet werden, unter denen der erste vergrabene Oxidfilm 22 
ausgeatzt ist. Dabei werden sowohl die erste als auch die 
zweite Gateelektrode 30a und 30b z. B. aus n-Polysilzium 30 
hergestellt. Es ist auch moglich, daB die erste und die zweite 
Gateelektrode 30a und 30b fur den NMOS- bzw. den 
PMOS-Transistor aus n- bzw. p-Polysilizium hergestellt 
werden. Um den Widerstand der ersten und zweiten Gate- 
elektrode 30a und 30b zu verringern, kann ferner eine Me- 35 
tallschicht oder eine Metallsilicidschicht auf diesen herge- 
stellt werden. 

GemaB Fig. 31 wird ein Photoresistfilm 31 auf die ge- 
samte Oberflache aufgetragen und durch einen Belichtungs- 
und EntwicklungsprozeB strukturiert, um die Halbleiter- 40 
schicht 20a dort, wo die erste Gateelektrode 30a in einem 
Gebiet fiir den NMOS-Transistor nicht ausgebildet ist, zu 
beiden Seiten der zweiten Gateelektrode 30b in einem Ge- 
biet fur den PMOS-Transistor freizulegen. Wahrend der 
strukturierte Photoresistfilm 31 als Maske dient, werden Bo- 45 
rionen fur p-Dotierung mit einer Konzentration von 1 x 10 15 
- 5 x 10 15 cm" 2 injiziert, um in der p-Halbleiterschicht 20b 
Source/Drain-Bereiche 32a/32b auszubilden. Diese Source/ 
Drain-Bereiche 32a/32b verfugen iiber LDD(lightly doped 
drain = leicht dotierter Drain)- Struktur. 50 

GemaB Fig. 3J wird ein Photoresistfilm 33 aufgetragen 
und durch einen Belichtungs- und EntwicklungsprozeB 
strukturiert, um die Halbleiterschicht 20a dort, wo die 
zweite Gateelektrode 30b nicht im Gebiet fiir den PMOS- - 
Transistor ausgebildet ist, sowie die erste Gateelektrode 30a 55 
und die Halbleiterschicht 20a zu beiden Seiten dieser ersten 
Gateelektrode 30a freizulegen. Wahrend der strukturierte 
Photoresistfilm 33 als Maske dient, werden As-Ionen fur n- 
Dotierung mit einer Konzentration von Ixl0 15 -5xl0 15 
cm" 2 so injiziert, daB eine n-Halbleiterschicht 20c und Sour- 60 
ce/Drain-Bereiche 34a/34b mit LDD-Struktur ausgebildet 
werden. 

GemaB Fig. 3K wird ein Zwischcnschichusohcrfilm 35 
abgeschieden und so entfemt, daB vorbestimmte Gebiete der 
p- und der n-Halbleiterschicht 20b und 20c sowie vorbe- 65 
stimmte Gebiete der p- und n-Source/Drain-Bereiche 
32a/32b sowie 34a/34b freigelegt werden, um dadurch Kon- 
taktlocher auszubilden. Als nachstes wird eine Metall- 



6 

schicht oder eine Halbleiterschicht so hergestellt, daB sie die 
Kontakt locher auffulll, und sie wird anisolrop geiitzu um auf 
der p- und der n-Halbleiterschicht 20b und 20c Kontaktkis- 
sen 36a bzw. 36f sowie Leitungsschichten 36b, 36c, 36<i 
36e auf den n- und p-Source/Drain-Bereichen 32a/32b so- 
wie 34a/34b auszubilden. 

Da der Kanalbereich des NM OS-Transistors iiber die 
stark dotierte p-Polysihziumschicht 23a und die p-Halblei- 
terschicht 20b mit dem Kontaktkissen 36a verbunden ist, 
sammeln sich im Kanal erzeugte Locher nicht in diesem an, 
sondern sie werden zu einem AuBenanschluB abgeleitet. Da 
der Kanalbereich des PMOS-Transistors uber die stark do- 
tierte n-Polysiliziumschicht 23b und die n-Halbleiterschicht 
20c mit dem Kontaktkissen 36f verbunden ist, werden im 
Kanal erzeugte Locher nicht in diesem angesammelt, son- 
dern zu einem AuBenanschluB abgeleitet. Dahcr wird kcin 
Effekt eines potentialungebundenen Korpers erzeugt. 

Das SOI-Bauteil und das Verfahren zu seiner Herstellung 
gernaB der Erfindung zeigen den Vorteil, daB Kanale des 
NMOS- und des PMOS-Transistors so konzipiert sind, daB 
sie elektrisch mit Kontaktkissen verbunden sind, wodurch 
der Effekt eines potentialungebundenen Korpers verringert 
ist, was die Funktionseigenschaften des Bduteils verbessert 

Paten tan spriiche 

1. SOI-Bauteil mit: 

- einem Halbleitersubstrat (24); 

- einem ersten vergrabenen Isolierfilm (22) auf 
dem Halbleitersubstrat; 

- einer stark dotierten p- oder n-Polysilizium- 
schicht (23a oder 23b) auf dem ersten vergrabe- 
nen Isolierfilm; 

- einem aktiven Bereich und einer p- oder n- 
Halbleilerschicht (20b oder 20c), die auf vorbe- 
stimmten Gebieten der p- oder n-Polysilizium- 
schicht in isolierter Weise vorhanden ist; 

- zweiten vergrabenen Isolierfilmen (25), die in 
der p- oder n-Polysiliziumschicht so vorhanden 
sind, daB sie gegeneinander isoliert sind, um die 
p- oder n-Halbleiterschicht iiber die p- oder n-Po- 
lysiliziumschicht mit dem aktiven Bereich zu ver- 
binden; 

- einer Gateelektrode (30a oder 30b) auf dem ak- 
tiven Bereich; 

- einem Sourcebereich (34a oder 32a) und einem 
Drainbereich (34b oder 32b), der im aktiven Be- 
reich zu beiden Seiten der Gateelektrode ausgebil- 
det ist; und 

- Kontaktkissen (36a oder 36f, 37a oder 37f, 38a 
oder 38f, 39a oder 39f) auf der p-Polysilizium- 
schicht. 

2. SOI-Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite vergrabene Isolierfilm (25) 
durch selektives Entfemen unter der p- oder n-Polysili- 
ziumschicht (23b oder 23c) und dem aktiven Bereich 
unter der Gateelektrode (30a oder 30b) hergestellt 
wurde. 

3. SOI-Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite vergrabene Isolierfilm (25) 
durch Atzen unter der p- oder n-Polysiliziumschicht 
(23a oder 23b) und dem Sourcebereich (34a oder 32a) 
auf einer Scite des aktiven Bereichs sowie einem Teil 
der Gateelektrode (30a oder 30b) hergestellt wurde. 

4. SOI-Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite vergrabene Isolierfilm (25) 
durch Entfernen unter der p- oder n-Polysilizium- 
schicht (23a oder 23b) und dem mittleren Teil des im 
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aktiven Bereich ausgebildcten Sourcebereichs (34a 
oder 32a) hergestellt wurde. 

5. SOI-Bauieil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft dcr zweite vergrabenc ] sol icr film (25) 
durch Atzen unier der p- oder n-Polysiliziumschichi 5 
(23a oder 23b) und einem Teil des aktiven Bereichs 
hergestellt wurde. 

6. SOI-Bauleil mil: 

~ einem Halbleitersubslral (24); 

- einem ersten vergrabenen Isolierfilm (22) auf 10 
dem Halbleitersubstrat; 

- einer p- und einer n-Polysiliziumschicht (23a 
und 23b) mit hoher Dotierung, die auf dem erslen 
vergrabenen IsolierfiLm so hergestellt sind, daB sie 
durch einen isolierenden Oxidfilm (26) gegenein- 15 
ander isoliert sind; 

- einer n-Halbleiterschicht (20c) und einem er- 
sten aktiven Bereich sowie einer p-Halbleiter- 
schicht (20b) und einem zweiten aktiven Bereich, 
die in vorbestimmten Gebieten der p- und der n- 20 
Polysiliziurnschicht so ausgebildet sind, daB sie 
gegeneinander isoliert sind, wobei die n-Halblei- 
lerschicht gegen den ersten aktiven Bereich iso- 
liert ist und die p-Halbleiterschicht gegen den 
zweiten aktiven Bereich isoliert ist; 25 

- zweiten vergrabenen Isolierfilmen (25), die in 
der p- und der n-Polysiliziumschicht beabstandet 
voneinander ausgebildet sind, um die p-Halblei- 
terschicht (20b) und den ersten aktiven Bereich 
iiber die n-Polysiliziumschicht zu verbinden, und 30 
um die n-Halbleiterschicht und die zweite aktive 
Schicht iiber die n-Polysiliziumschicht zu verbin- 
den; 

- einer ersten und einer zweiten Gateelektrode 
(30a und 30b), die auf vorbestimmten Gebieten 35 
des ersten bzw. zweiten aktiven Bereichs ausge- 
bildet sind; 

- Sourcebereichen (34a und 32a) sowie Drainbe- 
reichen (34b und 32b), die im ersten und zweiten 
aktiven Bereich zu beiden Seiten der ersten bzw. 40 
zweiten Gateelektrode ausgebildet sind; und 

- Kontaktkissen (36a, 37a, 38a oder 39a und 36f 
oder 37f, 38f oder 39f), die auf den p- und n-Poly- 
siliziumschichten hergestellt sind. 

7. SOI-Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB der zweite vergrabene Isolierfilm (25) 
durch selektives Entfernen unter der p- und der n-Poly- 
siliziumschicht und dem ersten und zweiten aktiven 
Bereich unter der ersten und zweiten Gateelektrode 
hergestellt ist. 50 

8. SOI-Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite vergrabene Isolierfilm (25) 
durch Atzen unter der p- und der n-Polysiliziumschicht 
(23a und 23b) und den Sourcebereichen (34a und 32a) 
auf einer Seite sowohl des ersten als auch des zweiten 55 
aktiven Bereichs und einem Teil der erslen und zweiten 
Gateelektrode (30a und 30b) hergestellt ist. 

9. SOI-Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite vergrabene Isolierfilm (25) 
durch Entfemen unter der p- und der n-Polysiliziurn- 60 
schicht (23a und 23b) und mittleren Teilen der Source- 
bereiche (34a und 32a), wie im ersten und zweiten ak- 
tiven Bereich ausgebildet, hergestellt ist. 

10. SOI-Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der zweite vergrabene IsolierfiLm (25) 65 
durch Atzen unter der p- und der n-Polysiliziumschicht 
(23a und 23b) und Teilen des ersten und zweiten akti- 
ven Bereichs hergestellt ist. 
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11. Vcrfahrcn zum Hersiellcn eines SOI-Bauteils mit 
den folgcndcn Schritlen: 

Hersiellcn crstcr Oxidfilme (21) auf einem er- 
slen Halbleiiersubstrai (20) in solcher Weise, daB 
sie einen vorbcsiimmlcn gegenseitigen Abstand 
einhallen; 

- Hersiellcn crstcr vergrabener Oxidschichten 
(22) in solcher Weise, daB vorbestimmle Gebiete 
des ersten Halbleilersubstrats zwischen den ersten 
Oxidfilmen freigelegt sind; 

- Herstellen einer undotierten Polysiliziurn- 
schicht (23) auf dem ersten Halbleitersubstrat ein- 
schlieBlich der ersten vergrabenen Oxidschicht; 

- Herstellen einer zweiten vergrabenen Oxid- 
schicht (25) auf einem zweiten Halbleitersubstrat 
(24); 

- Verbinden der undotierten Polysiliziurnschicht 
mit der zweiten vergrabenen Oxidschicht; 

- Polieren des ersten Halbleitersubstrats, bis die 
ersten Oxidfilme freigelegt sind, um Halbleiter- 
schichten (20a) eines ersten und eines zweiten Be- 
reichs auszubilden; 

- Implantieren von Ionen in die undolierte Poly- 
siliziurnschicht (23), um eine p- oder eine n-Poly- 
siliziumschicht (23a oder 23b) hoher Dotierung 
auszubilden; 

- Herstellen einer Gateelektrode (30a oder 30b) 
auf der Halbleiterschicht im ersten Bereich; 

- Implantieren von Ionen in die Halbleiterschicht 
im zweiten Bereich, um eine p- oder eine n-Halb- 
leiterschicht (20b) oder (20c) auszubilden; 

- Herstellen eines Sourcebereichs (34a oder 32a) 
oder eines Drainbereichs (34b oder 32b) in der er- 
sten Halbleiterschicht des ersten Bereichs zu bei- 
den Seiten der Gateelektroden; und 

- Herstellen eines Konlaktkissens (36a, 37a, 38a, 
39a oder 36f, 37f, 38, 39f) in Kontakt mit der p- 
oder der n-Halbleiterschicht, und gleichzeitiges 
Herstellen von Leitungsschichten (36b und 36c, 
37b und 37c, 38b und 38c, 39b und 39c) in Kon- 
takt mit dem Sourcebereich und dem Drainbe- 
reich. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste vergrabene Oxidschicht (22) 
durch Entfernen unter der Gateelektrode (30a oder 
30b) und der p- oder der n-Halbleiterschicht (20b oder 
20c) unter den Kontaktkissen (36a, 37a, 38a, 39a oder 
36f, 37f, 38f, 39f) hergestellt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste vergrabene Oxidschicht (22) 
zum Verbinden der p- oder der n-Halbleiterschicht (20b 
oder 20c) unter dem Kontaktkissen (36a, 37a, 38a, 39a 
oder 36f, 37f, 38f, 39f) und einem Teil des Sourcebe- 
reichs (34a oder 32a) zu einer Seite der Gateelektrode 
(30a oder 30b) hergestellt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Oxidschicht (22) so hergestellt 
wird, daB die p- oder die n-Halbleiterschicht (20b oder 
20c) unter dem Kontaktkissen (36a, 37a, 38a, 39a oder 
36f, 37f, 38f, 390, dem mittleren Teil des Sourcebe- 
reichs (34a oder 32a) zu einer Seite der Gateelektrode 
(30a oder 30b) sowie der angrenzenden Gateelektrode 
(30a oder 30b) freigelegt werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste vergrabene OxidfiLm (22) so 
hergestellt wird, daB die p- oder die n-Halbleiterschicht 
(20b oder 20c) und ein Teil eines aktiven Bereichs frei- 
gelegt werden. 
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16. Verfahren zum Hersiellen cines SOI-Bauteils mit 
den fblgenden SchriUen: 

- Hersiellen erster Oxidfilme (21) auf cinem er- 
sicn Ilalbleilersubstrat (20) in solcher Weise, daft 
sic einen vorbesiinimten gegenseitigen Abstand 5 
einhalten; 

- Hersiellen erster vergrabener Oxidfilme (22) 
auf dem ersten Halbleitersubstrat, urn vorbe- 
stimmte Gebiete des ersten Halbleitersubstrats 
zwischen den ersten Oxidfilmen, jedoch nicht 10 
zwischen den mittleren ersten Oxidfilmen freizu- 
legen; 

- Hersiellen einer undotierten Polysilizium- 
schicht (23) auf dem ersten Halbleitersubstrat ein- 
scnlieBlich der ersten vergrabenen Oxidfilme; 15 

- Hcrstellen cincs zwciten vergrabenen Oxid- 
films (25) auf einem zweiten Halbleitersubstrat 
(24); 

- Verbinden der undotierten Polysiliziurnschicht 
und des zweiten vergrabenen Oxidfilms; 20 

- Polieren des ersten Halbleitersubstrats, bis der 
erste Oxidfilm freigelegt ist, urn Halbleiterschich- 
ten (20a) eines ersten und eines zweiten Bereichs 
auszubilden, 

- Atzen des ersten Halbleitersubstrats, der ersten 25 
vergrabenen Oxidschicht und der undotierten Po- 
lysiliziurnschicht, um den ersten vergrabenen 
Oxidfilm freizulegen, um einen isolierenden 
Oxidfilm (26) herzustellen; 

- Implantieren von Ion en in die undotierte Poly- 30 
siliziurnschicht auf einer Seite des isolierenden 
Oxidfilms, um eine stark dotierte Polysiliziurn- 
schicht (23a) auszubilden; 

- Implantieren von Ionen in die undotierte Poly- 
siliziurnschicht auf der anderen Seite des isolie- 35 
renden Oxidfilms, um eine stark dotierte n-Polysi- 
liziumschicht (23b) auszubilden; 

- Herstellen einer ersten und einer zweiten Gate- 
elektrode (30a und 30b) auf den Halbleiterschich- 
ten des ersten bzw. zweiten Bereichs; 40 

- Herstellen einer p-Halbleiterschicht (20b) auf 
der Halbleiterschicht des zweiten Bereichs zu ei- 
ner Seite des isolierenden Oxidfilms sowie gleich- 
zeitig eines Sourcebereichs (32a) und eines Drain- 
bereichs (32b) in der Halbleiterschicht zu beiden 45 
Seiten der zweiten Gateelektrode des ersten Be- 
reichs auf der anderen Seite des isolierenden 
Oxidfilms; 

- Herstellen einer n-Halbleiterschicht (20b) auf 
der Halbleiterschicht des zweiten Bereichs auf der 50 
anderen Seite des isolierenden Oxidfilms und 
gleichzeitig eines Sourcebereichs (34a) und eines 
Drainbereichs (34b) in der Halbleiterschicht des 
ersten Bereichs zu beiden Seiten der ersten Gate- 
elektrode auf einer Seite des isolierenden Oxid- 55 
films; und 

- Herstellen von Kontaktkissen (36a, 37a, 38a, 
39a und 36f, 37f, 38f, 390 in Kontakt mit der p- 
und der n-Halbleiterschicht, und gleichzeitiges 
Herstellen von Leitungsschichten (36b, 36c, 36d, 60 
36e und 37b, 37c, 37d, 37e und 38b, 38c, 38d, 38e 
und 39b, 39c, 39d, 39e) in Kontakt mit dem 
Source- und dem Drainbereich zu beiden Seiten 
der ersten und der zweiten Gateelektrode. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB die ersten vergrabenen Oxidschichten 
(22) unter der p- und der n-Halbleiterschicht (20b und 
20c) fur Kontaktkissen (36a, 37a, 38a, 39a und 36f, 
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37f, 38f, 39f) und der ersten und zweiten Gateelektrode 
(30a und 30b) entfernt werden. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten vergrabenen Oxidschichten 
(22) so hergestellt werden, daB sie die p- und die n- 
Halbieiterschicht (20b und 20c) mit vorbestimrnien 
Gebieten fur die Sourcebereiche- (34a und 32a) auf ei- 
ner Seite der ersten und zweiten Gateelektrode (30a 
und 30b) verbinden. 

19. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten vergrabenen Oxidschichten 
(22) so hergestellt werden, daB sie die p- und die n- 
Halbleiterschicht (20b und 20c) und die mittleren Teile 
der Sourcebereiche (34a und 32a) auf einer Seite der 
ersten und zweiten Gateelektrode (30a und 30b) sowie 
angrenzende Teile fur die erstc und zweite Gateelek- 
trode (30a und 30b) freilegen. 

20. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten vergrabenen Oxidschichten 
(22) so hergestellt werden, daB sie die p- und die n- 
Halbleiterschicht (20b und 20c) fur Kontaktkissen so- 
wie vorbestimmte Gebiete der Halbleiterschicht (20a) 
des ersten Bereichs mit Ausnahme fur die erste und 
zweite Gateelektrode (30a und 30b) und die Sourcebe- 
reiche (34a und 32a) freilegen. 



Hierzu 11 Seite(n) Zeichnungen 



iSOOCID: <DE_19857059A1 I > 



- Leerseite 



DOCK* <DE 1 8857059 A1_l_> 



Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



H 01 L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.1 

STAND DER TECHNIK 



11a 11b 11c 



(V 



/ 



8a 



8b 



10 



7o 



6 

TV 



11d 11e 11f 

,-4-, r4- 



9a 



7b 



3 

2 



9b 



902 025/892 



<tSOOaD:<OE 18857059A1J _> 



« 1 

ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE198 57 059 AT 
H 01 L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.2A 




GEATZTER BEREICH 26 
DES ERSTEN 

VERGRABENEN 0X1DFILMS 



FIG.2B 



36o 

r4- 



O O o 

o° o 



36b 36c 
-4-, r4 



35 36d 36e 



36f 



z 



30a 
29 



o o 



30b 
29 



o o 
o 

o c 



N + 



oo 

D Q O Q 



20b 23a 34a 34b 26 32a 32b 23b 20c 



21 
22 

25 
24 



902 025/892 



DOCID: <DE 1 9857059A1 I > 



iNummer. 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



H01L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.3A 



°o ° 
□ o o 



o o 



0 o 
o o rt 



o c 
► o 
o o 



0°OO 

°o°o 



21 



20 



FIG.3B 





— 22 
r— 21 


boo 




^ ° ° 
3 0 °° 


Q ° 




O O 

° °o 




o c 
o o 

O o 




o° °° 
°a°£1 



20 



902 025/892 



4SDOCID: <DE_19857059A1_L> 



ZE1CHNUNGEN SEITE 4 Nummer: DE198 57 059A1 

Int. CI. 6 : H 01 L 27/12 

Offenlegungstag: 24. Juni 1999 



FIG.3C 



0 ° D <> 

o o 



o o 



o c 
o o 
o o 



3 o 0 oi 

Oo 



23 

22 
21 

20 



25 



24 



FIG.3D 



o o w 
o o 



o o 
> o 
o c 



0 o oo 



20 

21 
22 
23 
25 



24 



902 025/892 



SDOCID: <DE 198570S9A1J_> 

A 



Int. CI. : 

Offenlegungstag; 



H 01 L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.3E 



26 



20a 



to o o 
o° o 



0 o 



o o 
o o 



o o 
o o 
o o 



° 0 oo 



21 
22 
23 
25 



24 



FIG.3F 



20a 



26 



20a 



o o 



o o 
o o 



o o 
o o 
o c 



p + 



23a 



23 



a° 0 ° 
°o oo 



27 

21 
22 

25 
24 



iSOOOD: <OE_19857059A1_I_> 



902 025/892 



ZEICHNUNGEN SEITE 6 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE198 57 059A1 
H 01 L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.3G 




FIG.3H 




I 



902 025/892 



ISDOCID: <DE 1 9857059A1 J_> 




FIG.3J 




902025/892 



'JSDOCID: <DE_19857059A1_I_> 



ZEICHNUNGEN SEITE 8 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE198 57 059 Al 
H 01 L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.3K 



36a 
r4- 



36b 36c 
-4-, ^ 



35 36d 36e 36f 
r-f-. ,-4- 



30a 
29 



30b 



° ,\ \ 1 < 



N + 



ML 



7 / i r 7 — j 1 — \ — i i 

20b 23a 34a 34b 26 32a 32b 23b 20c 



"ooa 



21 

22 

25 
24 



<DE_1 8857059A1_I_> 



902 025/892 



Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag; 



L/C IJJO 3/ UD3 I 

H01L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.4A 



GEATZTER BEREICH 
DES ERSTEN 

VERGRABENEN OXIDFILMS 




37d 



FIG.4B 



37a 
-4- 



30a 
29 



37b 35 37c 



4- 



ill 



4- 



37d 
-4- 



^r r////////i Yzzzzzzzzr^ 



30b 
29 




902 025/892 



«DOat): <DE 19857059A1 I _> 



ZEICHNUNGEN SEITE 10 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE198 57 059A1 
H 01 L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.5A 



GEATZTER BEREICH 
DES ERSTEN 

VERGRABENEN OXIDFILMS 



A 




FIG.5B 



38b 35 38c 



o o 
o o 




38d 

-4- 



o o 
o o 

o c 



-30b 
-29 




°o oo 



23b 20c 



4 



21 

22 

25 
24 



902 025/892 



NSOOCU* <DE 198570S9A1 I > 



ZEICHNUNGEN SEITE 11 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



DE 198 57 059 A1 
HOI L 27/12 

24. Juni 1999 



FIG.6A 



GEATZTER BEREICH 
DES ERSTEN 

VERGRABENEN OXIDFILMS 




I I i 1 



FIG.6B 



39a 

-4- 



30a 
29 



o o a 
o° o 



39b 35 39c 



4- 



o o 



39d 
-4- 



Y///////A 



o o 
o o 
o c 



- 30b 
-29 



J 0 ob 



20b 23a 



26 



"1 I 
23b 20c 



21 
22 

25 
24 



902 025/892 



OOCIO. <DE_1 9857059A1 _l_> 



s 



